一、GaAs系MOCVD外延工艺仿真系统开发及设备技术优化研究

（一）单位名称：中山德华芯片技术有限公司

（二）悬赏金额：200万元

（三）技术领域：高端装备制造、光电技术
（四）项目简介：项目开发Veeco K475 MOCVD外延工艺仿真系统，基于MOCVD反应腔流体稳定性、多工艺参数与薄膜性能相关性的建模分析、仿真以及实际数据采集，构建MOCVD智能生长技术体系，进而建立数据驱动的智能产线决策支持平台，最终基于智能MOCVD外延系统实现高质量、高效率外延薄膜材料，具体研究方案包括如下部分：

1.MOCVD外延生长数据模拟预测； 

针对4台Veeco K475  MOCVD设备，根据历史生长数据进行模型学习，编写MOCVD数据处理与学习软件，分析预测结果并验证数据准确性，进行外延生长模拟建立及生长结果预测。

2.MOCVD智能决策平台建立；

根据模拟结果，优化气流模型，减少预反应产生的掉点，并开展配套实验及针对性设备改造，提升良率，具体内容包括反应室顶盖及相关配件的设计及加工、机台气流分配及反应室压力的重新设计、反应室底部相关配件的设计及加工等工作。

3.Veeco K475 MOCVD设备改造；

在改造完成后，通过生长连续炉次的外延片验证产品的光电性能及表观，产品光电性能要达到量产标准，外延片表观要得到明显改善。 

（五）主要技术难题：

1.解析多物理场作用机制下MOCVD腔体流动的稳定性

在反应腔中存在着复杂的流动、传热、传质等输运过程，不同的输运方式会对气相的化学反应及异质结结构的界面组分起到巨大影响，从而影响外延层质量。因此有必要对多物理场耦合下的MOCVD腔体进行流动稳定状态解析，确保所选择参数在合理的区间内，为提高外延生长速率、均匀性及重复性提供理论基础。

2.研究化合物半导体化学相沉积完整的化学机理

MOCVD中存在强烈的预反应，这对原料的损失以及芯片薄膜的成长都产生不利的影响。有必要对MOCVD反应器中发生的化学反应动力学进行分析，找出不同反应器内所遵循的化学反应动力学行为，为实现薄膜均匀生长提供理论依据。 

3.研究复杂工况下MOCVD外延多工艺参数的寻优方法

MOCVD外延工艺参数繁多并且对外延特性的影响存在强耦合效应，调节参数时往往牵一发而动全身。目前在研发过程以工程师经验为主，对每个工艺参数进行系统的研究需要大量人力、物力和时间，这也成为外延性能提升的瓶颈。有必要建立基于机器学习的数据驱动MOCVD外延工艺智能优化理论，可以快速预测材料性能，实现高效、快速的新材料研发。

（六）悬赏预期达到的技术指标：

1.形成Veeco K475  MOCVD外延工艺仿真系统一套，该平台集成了稳定性分析、流场预测、大数据处理、机器学习建模 、外延片性能预测、参数优化等不低于6种功能，为砷化镓MOCVD外延工艺提供决策。

2.完成4台Veeco K475  MOCVD设备技术优化，连续生长10炉次30%效率砷化镓太阳电池产品，良率不低于93%。

（七）悬赏要求产出成果：

1.交付产品Veeco K475系 MOCVD外延工艺仿真系统一套，其中包括软件应用程序、项目开发总体方案、软件用户使用手册、培训资料等。

2.完成4台Veeco K475系 MOCVD设备技术优化，要求技术优化后连续生长3炉次的30%效率砷化镓太阳电池产品满足客户技术协议各项要求，良率不低于93%。

企业联系方式：魏婷婷，0760-28215169，18507607900


